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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposdb wytwarzania obszaréw izolacji pionowej w uktadach sca-
lonych.

Dotychczas znany jest z ksigzki K.Waczyriski, E.-Wrdbel /Technologie mikroelektroniczne”
czesé 1  Metody wytwarzania materiatow i struktur pétprzewodnikowych”, Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej, Gliwice 2001, str. 18-23 oraz str. 108-110, sposdb wytwarzania elektrycznej izolacji pionowej
pomiedzy poszczegdlnymi elementami w uldadach scalonych, polegajgcy na zmianie wiasciwosci
materiatu z przewodzgcych na pdtizolacyjne w obszarach pomiedzy elementami, monoenergetyczng
implantacja jonowg lub na drodze usuniecia materiatu przewodzgcego metoda meza-trawienia. Im-
plantacja jonowa ma te przewage, ze daje mozliwosé zachowania gtadkosci powierzchni i w mnigj-
szym stopniu narusza strukture materiatu pod brzegami maski. |dea formowania obszaréw izolacyj-
nych w potprzewodnikach z wykorzystaniem implantacji jonowej polega na wprowadzeniu do materia-
tu jondw, kitdre wytwarzaja defekty struktury krysztatu i zmieniaja charakter materiatu z pdtprzewodza-
cego na izolacyjny o rezystywnosci rzedu 10°%-10'Q cm. Niedogodnoscig te] metody jest nigjednorod-
nos¢ wytwarzanych warstw oraz zmiana jej parametrow spowodowana procesami technologicznymi
wykonywanymi po implantacji.

Istota sposobu wytwarzania obszardw izolacji pionowej w Ukladach scalonych wykonanych na pod-
tozu z arsenku galu jest to, ze wykonuje sie polienergetyczng implantacje jondw lekkich, korzystnie jondw
wodoru H* o dawkach rzedu 10'210"™ cm®, korzystnie 10" cm® i energiach z zakresu 50-400 keV, do
plytki z arsenku galu poddanegj wczeshnie] wszystkim operacjom technologicznym wymaganym dla
wykonania uktadu scalonego, a nastepnie przeprowadza sie izotermiczne wygrzewanie stabilizujace
w temperaturze od 200°C do 300°C, korzystnie 250°C, w czasie 10-15 minut, korzystnie 15 minut.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze pozwala na wytwarzanie obszardw izolacji pionowej
pomiedzy elementami uktadu scalonego o precyzyjnie okreslonych wymiarach geometrycznych i rezy-
stywnosci o jednakowej wartosci dla catego obszaru izolacji. W konsekwengcji pozwala to na zmnigj-
szenie powierzchni uktaddw scalonych przy zachowaniu stopnia integragji.

Sposob wediug wynalazku jest blizej objasniony na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia prze-
kréj poprzeczny ptytki podtozowej z wytworzonym obszarem izolacji pionowej, fig. 2 - rozktad gteboko-
sciowy defektow poimplantacyjnych decydujgcych o parametrach izolacyjnych wytwarzanego obszaru,
a fig. 3 - zaleznos¢ rezystywnosci wytworzonego obszaru izolacyjnego dla réznych temperatur stabili-
zacyjnego wygrzewania izotermicznego w funkcji temperatury pracy uktadu scalonego.

Obszar izolacji pionowej 1 wykonany wedtug wynalazku w plytce podtozowej 2 z arsenku galu
z warstwa metalizacji 3 implantowaneg] wiazka jondw 4 przez maske do fotolitografii S przedstawia fig. 1.

Przyktad

Piytke podtozowa 2 z arsenku galu o rezystywnosci 0,1 £cm pokryta warstwg metalizacji 3
o grubosci 0,35 um ze stopu ztota | germanu z podwarstwa niklu poddaje sie polienergetycznej im-
plantacji jonami 4 wodoru H* o energiach i dawkach odpowiednio: 100 keV - 2,8 x 10™ cm®; 140 keV -
2,3 x 10" cm™® 180 keV - 2.2 x 10™ cm™; 220 keV - 2,3 x 10™ cm?; 270 keV - 2,4 x 10™ cm’”;
310 keV - 2,6 x 10™ cm®; 350 keV - 4,5 x 10™ cm®; przez maske do fotolitografii 5 i uzyskuje sie ob-
szar izolacji pionowej 1 jak pokazuje fig. 1. Tak dobrane parametry implantacji pozwalajg na wytwo-
rzenie obszaru zdefektowanego o jednorodnym rozktadzie gtebokosciowym defektdw petnigcego role
izolacji pionowej, jak pokazano na fig. 2. Przygotowana w taki sposob plytke podtozowa 2 poddaje sie
izotermicznemu wygrzewaniu stabilizujgcemu w temperaturach z zakresu 200-300°C w czasie
15 minut. Najwyzszg stabilno§é temperaturowa rezystywnosci wytworzonego obszaru izolacji piono-
wej 1 uzyskuje sie dia temperatury wygrzewania 250°C, jak pokazano na fig. 3.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania obszardw izolacji pionowej w uktadach scalonych wykonanych na podtozu
Z arsenku galu, znamienny tym, ze wykonuje sie polienergetyczna implantacje jondw lekkich, korzystnie
jonow wodoru H* o dawkach rzedu 10"-10" cmi?, korzystnie 10™ cm? i energiach z zakresu 50-400 keV,
do plytki z arsenku galu poddanej wczesniej wszystkim operacjom technologicznym wymaganym dla wy-
konania uktadu scalonego, a nastepnie przeprowadza sie izotermiczne wygrzewanie stabilizujgce w tem-
peraturze od 200°C do 300°C, korzystnie 250°C, w czasie 10-15 minut, korzystnie 15 minut.
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